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Inventia se refera la tehnologia semiconduc-

torilor, in particular la procedee de obtinere a
nanostructurilor semiconductoare.

Procedeul de obtinere a nanostructurilor semi-
conductoare constd in decaparea electrochimicd a
suprafetelor semiconductoare. Noutatea inventiei
constd 1n aceea cd decaparea electrochimicd se
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efectueazd cu aplicarea impulsurilor de tensiune
intr-o solutie cu urmétorul raport al componentelor:

H,PO,  10ml

HNO; 10ml

N3.2CI'207 0. 10g

H,0 300 ml.

Revendicari: 1

Figuri: 2
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Descriere:
Inventia se referd la tehnologia de producere a semiconductorilor, in special la procedee de obtinere a

nanostructurilor semiconductoare.

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare prin decaparea electrochimici
a suprafetelor semiconductoare in solutii apoase de acizi, folosind in calitate de acid HF [1], HCI [2,3] sau
H,S0O, [4]. Dezavantajul folosirii acestor solutii de decapare electrochimica este imposibilitatea obtinerii
nanostructurilor sub forma de nanocoloane, nanoace sau nanocreioane ascutite, deoarece rezultatul
decapdrii electrochimice in aceste solutii este formarea structurilor poroase fard proeminente ascutite la
suprafata.

Problema pe care o rezolvd inventia propusd constd in obtinerea pe suprafata semiconductorilor a
nanostructurilor sub formd de creioane ascutite, care sunt necesare la elaborarea dispozitivelor emitatoare
cu efect de camp.

Procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare constd in decaparea electrochimicd a
suprafetelor semiconductoare. Noutatea inventiei constd in aceea cd decaparea electrochimicd se efectueaza
cu aplicarea impulsurilor de tensiune intr-o solutie cu urmétorul raport al componentelor:

H;PO, 10 ml

HNO; 10 ml

Na,Cr,0O; 0...10g

H,0 300 ml.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea nanostructurilor semiconductoare ascutite cu densitate si
dimensiuni controlate de concentratia sdrii de crom si parametrii electrici de decapare.

Inventia se explicd prin figurile 1 i 2, care reprezinta:

- fig 1, imaginea (luatd la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic
intr-o solutie alcituitd din 10 ml H;PO,, 10 ml HNO;, 0,2 g bicromat de potasiu si 300 ml apa.

- fig 2, imaginea (luatd la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic
intr-o solutie alcétuitd din 10 ml HsPO,4, 10 ml HNOs, 3 g bicromat de potasiu si 300 ml apa.

Exemplu de realizare a inventiei

Suprafata (100) unei plachete de semiconductor n-InAs cu concentratia electronilor n=3x10"" ecm™ si
aria 5x5 mm?’ este supusd tratamentului electrochimic la temperatura camerei intr-o solutie alctuitd din 10
ml H;PO4, 10 ml HNO;, 6 g bicromat de potasiu si 300 ml apa. Tratamentul electrochimic are loc prin
aplicarea impulsurilor de tensiune cu amplitudinea de 15 V, frecventa de 10 Hz si durata impulsului de
10 ps. In rezultatul decapdrii electrochimice se obtin nanocreioane semiconductoare ascutite morfologia
cérora este ardtatd in figurile 1 si 2. Densitatea i dimensiunile creioanelor pot fi schimbate prin variatia
parametrilor electrici de decapare §i a concentratiei sdrii de crom in solutia de decapare. De exemplu, dacd
continutul bicromatului de potasiu in solutie este de 0,2 g, atunci se obtin nanocreioane cu densitatea de
1x107 em™ (figura 1), iar daci continutul bicromatului de potasiu in solutie este de 3 g, atunci se obtin

nanocreioane cu densitatea de 2x10° cm™ (figura 2).
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a nanostructurilor semiconductoare, care constd in decaparea

5 electrochimicd a suprafetelor semiconductoare, caracterizat prin aceea cid decaparea electrochimica se
efectueaza cu aplicarea impulsurilor de tensiune intr-o solutie cu urmaitorul raport al componentelor:
H;PO, 10ml
HNO; 10ml
N32CT207 0...1 Og
10 H,0 300 ml.

15
(56) Referinte bibliografice:
1. US 6277662 B 2001.08.21

2. MD 2585 (G2 2004.10.30
3. MD 2610 G2 2004.10.30
4. MD 2536 (G2 2004.08.31

Sef Sectie: NEKLIUDOVA Natalia
Examinator: COJOCARU Ala
Redactor: LOZOVANU Maria

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuald
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, 2024, Chisindu, Republica Moldova



MD 2982 G2 2006.02.28

SEM MAG 6.36 kx| DET: SE Detactor T
HV: 200 KV DATE: 10/22/04 20 pm Vega @Tescan
uTH

DET: SE Detector
s 200 kY DATE: 0808108 20 um Vege @Tescsn
BT




032/FC/050 /A/2/1/
RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2005 0231

(22) Data depozit: 2005.08.10

(51)": Int.CL B82B 3/00 (2005.12)
HO1L 21/3063 (2005.12)

(54) Titlul : Procedeu de obtinere a nanostructurilor semiconductoare

(71) Solicitantul : INSTITUTUL DE FIZICA APLICATA AL ACADEMIEI DE STIINTE A
REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEIL, MD

Termeni caracteristici :
a) limba romand: nanostructurd semiconductoare

b) limba engleza: semiconductor nanostructure

1. Minimul de documente consultate ( sistema clasificarii si indici de clasificare Int. Cl.- 7)

Int.Cl. B82B 3/00 (2005.12)
HOIL 21/3063 (2005.12)

IL. Literatura tehnico-stiintifica consultatd adaugator la minim de documentatie (autori, titluri,
editura, tara §i data publicérii)

I11. Baze de date electronice consultate (denumirea BD si termen de documentare)

MD perioada 1993-2005.10;
EA 1996-2005.10;
SU 1972-1994

IV. Documente considerate ca relevante

Categoria* | Date de identificare ale documentelor citate si indicarea Numarul revendicarii
pasajelor pertinente vizate

1 1. US 6277662 2001.08.21 1

1 2. MD 2585 2004.10.30 1

1 3. MD 2610 2004.10.30 1

1 4. MD 2536 2004.08.31 1

] Documentele urmitoare sunt indicate in | [_] Informatia referitoare la brevete paralele se

rubrica IV anexeaza

* categoriile speciale ale documentelor P - document publicat inainte de data depozit, dar
consultate: dupd data prioritdtii invocate

A - document care defineste stadiul anterior | T - document publicat dupd data depozitului sau
general a prioritatii invocate, care nu apartine stadiului

pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a
pune in evidenta principiul sau teoria pe care se
bazeazd inventia

E - document anterior dar publicat la data X - document de relevanta deosebita: inventia

1




032/FC/050 /A/2/1/

depozit national reglementar sau dupa
aceasta data

revendicatd nu poate fu consideratd noud sau
implicand activitate inventiva cand documentul este
luat de unul singur

L - document care poate pune in discutie data
prioritétii invocate sau poate contribui la
determinarea datei publicarii altor divulgari
sau pentru un motiv expres ( se va indica
motivul)

Y - document de relevantd deosebitd: inventia
revendicatd nu poate fu consideratd ca implicand
activitate inventivd cand documentul este asociat
cu unul sau mai multe alte documente de aceiasi
naturd, aceasta combinatie fiind evidenta pentru o
persoand de specialitate

O - document referitor la o divulgare orala,
un act de folosire, la 0 expunere sau orice altd
divulgare

& - document care face parte din aceiasi familie
de documente

Data finalizarii documentarii

2005.12.19

Examinatorul

Cojocaru Ala




032/FC/050 /A/2/1/

ANEXA
RAPORT DE DOCUMENTARE
Informatia referitoare la brevete paralele (21) Nr. depozit:
Date de identificare Data Brevete Data
ale documentelor citate publicarii paralele publicarii
in raport
1 2 3 4




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DRAWINGS
	Page 5 - SEARCH_REPORT
	Page 6 - SEARCH_REPORT
	Page 7 - SEARCH_REPORT

